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- MEMORIA DESCRIPTIVA
que se presenta para unir a la sblicitud
: | de -
PATENTE DE INVENCION
formulada el 10 de Noviembre de 1961, con el n2 271. 886
' en .
EsPANA
por VEINTE afios
a nombre de RADIO CORPORATION OF AMERICA, entidad norteame-
ricana establecida en 30 Rockefeller Plaza, Nueva York,_N.Ye
Estados Unidos de América, poral |
"DISPOSITIVO DE MICROELEMENTO DE CIRCUITO",

La presente invencién se refiere a aparatos elec-
‘ trénicos, y mds particularmente a componentes-tales como mi-

croelementos, dtiles en la manufactura y en el montaje de

Pl

aquellos.
5. Se ha prbpﬁeeto ya la fabricacidn de distintos com-
ponentes eléctrdénicos en el mismo tamafio normal, con medios
de gonexién compatibles y una configuacibén uniforme y ade-
cuada para un répido montaje. Uno golo de estos componentes
se designa aguf mioroelemento. Las unidades ¢ elementos de

10  circuito compuestos, formados al conectar un grupo de microé—
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lementos, se conocen con la designacién de médulos. Dis-

" poniendo una seris de médulos diferentes en el orden de-

' _ seado, es posible formar un gran-nﬁmero de distintos dig-

positivos o suboonjuntos. Cada microelemento individual
puede constar, por ejemplo, de un componente tal como una.

galieta cerdmica que posee una ﬁnicavfuncién en el circui-

_ to; tal como una capacidad, una resistencia o una autoin-

duceién. Pl médulo consta luego de una pluralidaed de tae
les microelementos, que pueden apilarse juhtos en el or-
den deseado. Tales mbdulos son susceptibles de ser fabri-
cados y montados mediante maquinaria automitica de gran ve
locidad, obtenidndose as{ simulténeamente las ventajas de

fabricacidn y montaje a bado coéte‘con léa ventajas de re-

ducido peso unitario y reducido volumen por unidad.

El valor de este tipo de construccidn para apara-

tos electrénicoa es convenlente para reducir el peso y el

volumen de los equipos electrénicos. Por ejemplo, en apli-
--caclones tales como aviones, proyectileé y cohefes, cada .
, kilogramo de peso que se aumenta por equipo electr&nico oca-
20

siona un considerabilisimo aumento de coste. Sin embargo,’
esta construceién no ha sido adoptada amplismente por la -
industria. Una razén para ello es la de que tales nédulos
se ldearon originalmente para funcionar con'vélvulas minia-
tura y, por tanto, no se aprovedharon lag posibilidades de
proyecto inherentes a la sustitueidn ds las vélvulas elec—

trénicas por dispositivos semiconductores tales como diodos

.y transistores. Los antiguos métodos de encerrar hermética-—

mente los semiconductores y otros dispositivos de cristales

tales como los resonadores piezoeléetricos, en tubos de vi=-

"drio o envolturas metdlicas, dan por resultado la obtencién

o 2
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de unidades con las que se desperdicia espacio, ¥ que son

- demasiado gruesas para resultar compatibles coh eate tipo

de construccidn modular,

- ILas funciones o elementoa de- circuito individua—

' les arriba mencionados, que incluyen un condensador, una

resiatencia y una autoinducecidn, se‘désighan en general .
como elementos de circuito eléctricamente pasiﬁos. Por_
cohtraste, los elementos de circuito taleé como los tran-
sistores, los tetrodos semiconductores y similéres, SOn_
designados'uauélmente como elementos eléctricamente acti-
vos. Los microelementos de ci;cuito del presente invento
pueden emplearse para elementdé de eircuito tanto eléctri-
camente paaivbs como eléctricamente activose - -

Esta invencidn proporciona una montura berféccié—
nads, de'elementds de circuito que comprende una galletﬁ |
aislante dotada de un entrante en una cara mayor 0 princi-
pal. En esta cara principal ige dispone, en torno sl énp

trante, una regidn susceptible de sellado o cierre hermé-

.tico. En el interior del entrante ge dispone unos medioé

~de montura que pueden consigtir, por éjemplo, en una repi-

sa Q'una pluralidad de repisas. La montura incluye unos

medios de cierre tales como una tapa 0 placé 0 campans me-

‘tédlica o similar, herméticamente cerrada respecto a la men

cionada regién de alrededor del entrgnte. Un microelemen-
to de circuito se fabrica montandb conductivamente un ele-
mento de circuito eléctrico en el entrante de los menciona—

dos medios de montura antes de sellar el entrante con los

medios de olerre. Una caracteristica del invento compren-

de los medios de conexién para efectuar una conexidén ade-

cuada al elemento electrico herméticamente encerrado. en

-

-3
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- invento;

la galletas
‘ A continuacidén se describird el invento con me-
yor detalle y en relacidn con los adjﬁntos dibujos, en o8
cualess o | ‘

- leg figﬁia 1l es una perspectiva de une montura

‘para elementos de circuito, conforme a una realizecidén del

- la figura 2, que consta de las figuras 2a a 24,

es una perspectiva en despliegue de los componentes de la

. monture para elementos de cirouito conforme a la realize~

cibén de la fig. 1; . ,

- la figure 3, que consta dé las figuras 3a a 3d,
és une vista desplegada, en seccidn recta, de los componen—
iea de ia'mohtura 1lustre da en lg fig. 2, tomada por las
correspondientea lineas de seceidén que se indican en la fi=-
gure 23

~ la figura 4, es unb seccién recta de un microe-
1emento'en proceso de formacidn que iiustra ung, etapé de

la fabricacidén de un microelemento de circuito conforme al

:invento;

A -lla figﬁra 5y es una perspectiva del microelemqg'-
to de la figura 4;‘ |
- la figura 6, es una seccién recta de un microelg
mento de cirouito terminado, conforme a la invencién, |
- las figuras Ta a Tc son unas vistas en planta de
éucéaivas efapas en la‘fébricacién de un microelemento de
circuito conforméa a este invento;
= la figurae 8 es una vista en piénta’de un umicroele
mento de cirouito conforme 8 la invencidn, que lleva en su

interior montado un transistor- y

o 4 =
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271886
- la figura 9 es una-vista en planté de un mi-
croelemento de circuito oonforme a la invencién, que lle~-
ve montade une resistencia en su interior..
A las estructuras semejantes en distintas figu-
rée se leé ha aplicadp caracteres de referéncia'similares&

I - Montura pera un elemento de cifcuito

- La montura 10 de elemento de cirouito conforme B

a la invencion, como se ilustra en la fig. 1, comprende

una galleta aislente 11 monolitica que tiene un entrante

12 en una cara meyor o principal 13.} En torno al entrante
12 de la care 13 de la gglléta hay une regién metalizade
14, Pare mayor ventaja, la reéién metulizada 14 estd co-
nectada & una regién metalizade tsl como unae muesca 15 dé' ’
la periferia 16 de la gelleta 11, merced‘a medios de cone-

xién eléetrice, tal como una zona metalizeda 17 de la mis-

" ma cara 13 de la galleta. En el interior del entrante 12

hey una repise o escalén 18 q@é girve de medio de montura

‘de un elemento de circuito. En la superficle superior 19

de la repise 18 hey una regidn metaliZada 20, Para mayor-

ventaja, la montura incluye unos medios de conexibn elécw~

trica (designados en las figures 2c¢ y 3¢ con el nimero 20")

_ interiores a la galleta 11, entre la regién metalizada 20"

¥y wna region o mueséa metalizada 25 de la periferia 16 de

la galleta 11ls En el apartaéo VY, ndg~ddelante, se describe
un método de formacién de tales medios de conexién eléctri-
ca envel interior de un cuerpo monolitico. Ia monture se
combleta con unos medios de cierre 21, tales como una placa
metélica o similar, qué se sellan o clerran herméticemente

con la regién metalizada 14, de la cera 13 de la galleta.

De ese mode puéde encerrarsa herméticamente,,en el interior

del entrante 12 de le nonturs 10, un elemento de circuito,
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‘ya gea activo o ya pesivo.

Les dimensiones y forma especificas de la ga-
lleta aislante 11 se eligen de modo que los mioroelemen
tos de circuito termingdos sean compatibles con los otros
vicromédulos qué ge utilicen. En este ejemplo, la galle-
ta 11, tiene unas caras meyores cuadradas de é,Bf m de
lohgitud por cada borde, tiene tres muescas en cade bor-
de e incluye ademds una muesca de referencia 22 cerca de
una esquina de la galleta 1l. Los medios de cierre o ta-

pe 21 pueden consistir en una‘placa-o un disco dg niquel

- latén, eluminio, Kovaer, Fernico o similar, Ia galleta

aislente 11 puede estar hecha de éxido de berilio, éxido
de magnesio, éxido de titanio o frita de vidrid; o de un
materiasl cerdmico como porcelana, forlterita, esteatita

y 51milares= '

Aun cuendo la galleta aislante 11 es un bloque
monolitico como se indica en la fig. 1 se ha visto que’
e ventadoso fabrloar la galleta 11 por laminacion conr
Junta de una pluralided de peliculas o capas aielantes.
De egta manera es fdcil obtener los medios de conexion

electrlca arriba mencionados entre la reglén metalizada

- 20 de la repisa 18 y una reglén o] mueaca metalizada 25 de

le perlferia 16 de la galleta 11.

A

Ie fig. 2 es una perspectiva en despliegue de _:

le monture 10 de elementos de circuito de la fig. 1 y mueg

tra las lédminas o capas que consfituyen la galleta 11,

La fig. 2a representa los medios de cierre 21 en forume

de disco metdlice, semejente al de la fig. i}. En la fig.
3a se represente una vists en seccidn recta dé los)medioq_
de clerre 21, |

- G -
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Ia figure 2b es una vista de la lfuina supe- |
rior 11? de las tres capes aislantes superpuestas en
conjunto leminar para formar la galleta aislante 1l. Ia
léﬁina superiér 11’ incluye une abertura central 23 que
se extiende en to@o el espesor de la capa 1l'; una re-

gién metalizada 14’ en le superficie superior de la ca~

pa 11’ y en torno a-la abe“tura 23 ¥ unas regiones meta-l
_1izadas talea comovlaa que cubren las mescas 15 y 2579
de la periferia 16’ de la capa 11'. En la fig. 3b se -
 11ustra una vista en seccidn recta de la‘capa aislante
112

!

Ia lamina central que forma parte de la galle-

“ta 11 se representa en la fig. 20.. Ta capa ll" incluye

wna abertura oentral 24 ooaxml con la abertura 23 de la

~ capa 11’. Ahora bien, el redio de la abertura 24 de la

lamina 11" es maa pequeno que el radio de 1lsg abertura

23 de la lamina 11°. ' La capa 11" incluye asimismo, 80-:

‘bre una cara mayor o principal de la misma, al menos una

regidén metalizada 20" ‘entre lavabertura“central 25 y,una

,régi6nlmetalizada, tél‘combyuha muesda 25"‘de,1a periféi'

- ria de la capa A Ie misma cars mayorvdévla lémine -11"

incluye tembién una segunaa regidn metalizada 26 entre

- la sbertura central 24 y otra regién mbtalizada, tal-como

la muesca 28" de la periferia de la lamina 11", En la
figura 3¢ =e 1lustra una seccidn recta de la capa central
110, | _ ; _

h ' La‘léﬁina inferior 11" que forma parte de la
gailefa il se ilustrae en la fige Zd.. Io capa 11' es ma-
clza o ciega e incluye tres regiones metallzades, tales

como les muescas 15 , 25M y 28" , en su periferias, Pe-

-

-7 e
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ra mayor ventajs, la laminéfll"'incluye en su'suberfi-

cle inferior une reglén metalizada, indicada mediante la

linea 27 de trazo 1nterrumpido en la figo 2d. Bsta re-"

’ gi6n metalizada 27 es esenciaslmente del mismo tamafio y

de la misma forma que la abertura 23 de 1la oapa 11t y

e extiende hasta una regién metalizada o muesca 15™ ,

En la fig. 3d se representa una seccion recta de la lé—

- ming inferior 11™, .

Cuando la capa superior 11', la capa central
11w y‘la capa inferior 11" de-las figs. 2 y 3 estén apile

_ des en gentido coaxil, N'g el conjunto laminar unido hasta
" formar una uniea galleta 11 como se indica en. la fig, 4,
-‘entonces resulta un entrante 12 en una cara mayor 13 del 

‘ oonjunto laminar o galleta resultante ll.' El entrante

12 estéd formado por la_combinacién de la sbertura 23,de

" le capa 11! con la abertqra 24 de la éapa 11", Como el
radio de la sbertura 24 da la 1émipa central 11" es me-
.npr que el radio de la abertura 23 de la 1émina superior
;11'; en el interior del entrante 12 se forma una repisé

- 18 constituida por una parte de la capa 11" en torno a

la abertura 24. En la ‘cara superior 19 de la repisa 18

ge encuentran las reglones metallzadas 20 y 26, que sir-
ven de medios de eonexion electrica a las regiones meta—
lizadas (muescas) 25 y 28, respectivamente, de la peri-
feria de la galleta aislante 11. Ia regidén metalizede
27 de la parfe inferior de la galleta 1l se encuentra
del mismo modo eléctricamente conectada a.la muesca me-
talizada 15 ‘

II ~ Resonadores piezoeléciricos .

Al fabricar un microelemento de circuito con-

forme al invento, se monta un elemento de circui%o‘acti~,
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v6 o pasivo, en la repisa 18 de la galleta 11, antes de

cerrar heruéticamente el entfahie‘lz con los medios de —

éierre 21, Envla fig; 6, la galleta aiélante 11 estd he-
cha de forsterita, y el elemento de circuito 60 es un re=~ _
sonador piezoeléctrico, esto es, una placa o varllla de

un cristal piezoeléctrico que puede ser eléctrlcamente ex

" citado hasta la vibracién en resonsncia a una'd més fre-

cuenciéé. El cristal puede consistir en titanato de bario
polarizado, cuarzo, sal de la Rochela, turmalina y simila—-
res, En este egemplo, el cristal 60 es de cuarzo, y esté
cprtado a un tamafio lo;bastante grande para asentar en el
intefior del entrante 12 de la;galleta sobre la superficie

superior 19 de la repiss 18, Los extremos opuestos del

" cristal de cuarzo 60 reciben unas terminaciones conducto-

15

ras 62y 64, por ejemplo pintando los extrémos del cristal
con una pasta de plata, curando la pasta por caldeo del
cristal a unos 5008C, y sumergiendo luego los extremos pla-
teados del cristel 60 en un Mafio de soldadura‘blanda de 60
Sh'- 37 Pb = 3 Ag. A continuacién se deposita una pelicu-
la 66 de un metal tal como el oro, por ejemplo por evapora
cién, sobre una cera mayor del cristal 60 para formar une
conexién eléctrica con una terminacidn conductora (62 en
este eaemplo), ¥y una pelicula correspondiente de,oro 68 en
la caras mayor opuesta del cristal 60 para formar una cone~

xién oléotrica con la otira terminacién conductora (64 en

este ejemplo). ILe masa de metal asi depositada sobre el

cristal se regula para aaustar la frecuencie de oscilacidn
del cristal al valor deéseados '
EL cristal 60 se monta .en el interior del entran-

te 12 colocando la galleta 11 sobre uns placa caliente, man

-

-9 - -
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‘tenida a una temperatura a la que justamente ee fundirén

‘las terminaciones de soldadurhfblanda 62 y 64 sobre el

cristal;'AEi cristal 60 queda asi unido por las terming~
ciones 62 y 64 a‘iaS'paftes metalizedas 20Aiy 26, res-

' pectivémente, de 1a superficie superior 19 de le repisa

18. ' Los medios de cierre 21, consi atentes en este eaema

plo ‘en un disco de laton de 6,63 mm de dlametro hg 0,076

gmm de espesor, ‘se cierran a contlnuacjon herméticamente

m,diante procedimientos de soldadura por ultrasopido sin

fundente, a la regién metalizadarl4 en torno al entrante

12, ILe regiSn‘metélizada>27 de la parte inferior de la

unidad ve eléctricamente conéctéda a la tapa metdlica 21
vy puesta a masa, ‘sirviendo asi de pantalla contra inter-
ferenciaso

Los resonadores piezoeléctficos encerrsdos en
envolturas con arreglo a la técnica ya cbnocidg vienen -
presentando una variacidn de frecﬁencia de alrededof de
50 partes por mili6n dentro ﬁel inarg‘en de temperaturas -
comprendido entre —-552C y 909C. Por contraste, con los
micromédulos de resonador piééoeléctrieo perfeccionados,
preparados conforme a la invepoién tal como acaba de deg— |

cribirse,‘se'bueden obtener variaciones'de frécuencia de-

| »'alrededor de 25 partes por milldn, dentro del. mismo margen

25

30

de temperaturas de —-55¢C a 0090.
IIl -~ Trangigtor en montuﬁg

Un elemento de circuito activo, que puede ser

- un triodo semiconductor o transistor, va conductivamente

montsdo en la repise 18 de uns monturs 10 de elementos
de circuito como se 1ndioa en lg. figura 8. Ia escala de-
las fige. 8 ¥ 9 ha sido agrandade para mayor claridade

- 10 - -
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La montura lO‘oompréhﬂéguha galleta de esteati-

 ta ll‘pfeparada tai ccrio se deacribe en el apartado 5 nés

adelante, y el transistor triodo es del tipo P-N-P de —

. aieacién en superficie. Ja galleta 11 e§ seme jante a la

descrita en losapartados I y II aﬁteriOreé, ¢ incluye un.
entrante 12 en uha cara magor de la galleta, un anillo

netalizado 14 en torno al entrante 12, una repisa 18 en el

'interior oel entrante, unas reglones metalizadas 20y 26

en la superficie superior 19 de la repisa 18, Y unas mues~
cas metalizadas 15, 87 y 88 en 1a4periferia de la galleta
11, Ias superficies metalizadas que quedan al descubierto

se recubren, para nayor ventajé, de soldadura blanda;fLas

- regiones metallzadas 20 y 26 sirven de'caminos eléctriéah

mente conductores entre la repisa 18 y las muescas perifé-
rioas 87 y 15, respectivamente, del exterior de la galletad
Bl transistor oonste de una pastilla~de germanio’

81 del tipo N de conducfividaﬁ,-con una primera perla elec-

- trdédica reofificadora 82 unida por aleacidn a una cere me-

yor o principal de aquella.~ A la cere. opuésta de la ﬁasti—
1lle de germanio 81 va unide por aleacidn en posicién coaxil
une, -segunda perla electrdédica rectificadora (que no se re- |
presenta). Tas perlas electrddicas rectificadoras constan
de o incluyen un material aceptor, y en.este ejemplo estén
compuestag de indio. Ia pestille de germanio 81 es de al-

rededor de 1,27 mm.én cuadro y 0,076 mm de espesors. Ia

pastilla semicpndﬁétoré 81 va montada en un apéndice de ba-

se, por goldadura de la paatilla.de germanio a ﬁn entrante

83 de un apéndlce metélico ranurado 84, como se ilustra en

la figs 8. 17‘1 segundo electrodo rectiflcador sobresale

por bajo del apéndice 84 a través de una abertura (no re-

=11 -
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- presentada del entrante 83 del apendice. A la perla -

electrédica de indlo 82 se le‘une un primer hilo de sa~ -
lida 85, caldeando 1a perla y el hllo en-un chorro de

hidrogeno caliente. E1 hilo de salida 85 va paralelo _
al plano del apéndice 84. Al segundo electrodo recti-

ficador, por ls cara opuesta de la pastilla de germanio

- 81, se le une de menera similar un gsegundo hilo de sali-

da 86. E1 hilo de salida 86 es también paralelo &l ple~

‘no del apéndice 84, y sobresale a través de la ranura del

apéndice de base 84. ,

El epéndice 84, se hace convenientemente de ni
quel o Kovar. E;”tamaﬁo ¥ la forma del apéndice 84 se
eligen de ﬁpdo que cﬁatfo esqﬁinas o'salientes 90 del -
mismo descansen en la superficie suparidrilQAde la repiu'
sa 18 dentro del eﬁtx}ante 12 de la galleta de"_'esteatita
1l. - Para mayor ventaja el apéndice 84; incluyé un 165u10
89 ouya superficie inferior estéd recubierta de soldadura
blanda. ' oy

La galleta de esteatita 11 se caldea, como so~

bre una placa caliente, hasta una temperaturé justamente:
’.suficientevparahfundir la soldadura. . El épéndice de ba~ -
‘se'84‘se asients a continuacién en el intérior'del entran-
‘te 12 de modo que los cuatro salientes 90 del apéndice 84

descansan en la superficie superior 19.de la repisa 18,

la superficie revestida de soldadura” del 16bulo 89 hace
contacto con la regidn 26 recubierta de soldadura, un ex—
tremo del hilo de salida 85 deséanéé'en una regién metali-
zade 20 de la aupérficie superior 19 de 1a repisa 18, y
un extrémo del hilo de salidg 86 descansa en una regidn

metalizada 80 de la superficie superior de la repisa 18.

-12 -
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Una vez enfriado este conjunto, se forma una unién de _
soldadura con soldadura entre la superfioie inferior del
16bulo 89 y la regi6n metalizada 26 de la auperfioie su-
perior de la repisa 18. De ese modo se forma una cone-—
xién eléetrica a la regidén de base del transistor, entre
la pastilla semiconductora 81 y la muescé'metalizadg 15,
a través del apéndice de base 84, del lébulo 89 y del ca-
mino metalizado conductivo 26. E1 hilo de salida 85 se
une entonces mediante una gota dé soldadura a la regién
metalizada 20 de la repisa 18, y del mismo modo se une el -
hilo de salida 86 a la regiéq}metalizada 80 de la repisa
18. Como alternativa, los hiios de salida 85 y 86 puedén
ser unidoe a las regiones metalizadaa 20y 80, respecti—
vamente, mediante uniones de termocompresién 0 pOr proce-

dimientos de soldadura con ultrasonidos. Como las regio~

' nes metalizadas 20 y 80 tienen conexidén con las muescas

metalizadas 87 y 88 respectivamente, entre el electrodo
82 y la muesca 87 se forma Epa conexién de emisor del

transistor por medio del hilo de salida 85 y del camino can
ductivolzo, mientras entre el electrodo de indio opuesto

en sentido coéxil, ¥ la muesca metalizada 88, se forma -

una conexién de colector del transistor por medio del hi-

lo de salida 86 y’del camino conductivo 80
| El microelemento puede ser cerrado hermetica~

mente llenando el entrante con un compuesto o preparado

.adecuado de relleno, y poniendo al horno el conjunto uni-

tario durante dos horas a 1052C, E1 compuesto de relleno
puede ser una grasa de silicona térmiéamente‘conductora
que comprenda un polimero de dimetil-silicona que contie-

ne una carga de alumina en polvo. A continuacién, el con
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Junto unitario se aella o cierra herméticamente por medio

b

- de-una Placa metalica, como se indica en el apartado Ie

 El cierre hermético se ejecuta de preferencia sin emplear

10

15

.20

25 -
- . enla perlferia de 1la galleta 11, Ilas regionea metalizadasa_

30

- fundente, que pudiera dejar residuos perjudiciales, La'

etapa de sellado o cierre hermético puedelqjecutarse me-

~ diante procedimientos de soldadura por ultragbhidos, como

4ya se ha dicho. Alternativamsnte, puedé émpiearse una

combinacidén de calor (2402C) y presién (350 a 700 g/cm
durante einco segundos) para gellar o wnir con cierre .
hermético una placa de latén, sobre el entrante, respecto
al anillo cerrable 14 recubierto de soldadura.

IV = Resistencia en montura

 En la repisa 18 de una montura 10 de elemento
‘de circuito se monta eonductivamente un elemento de cir- .

culto pasivo, que puede ser una resistencia, tal como se

indica en la fig. 9.'_La galleta monolitica 11 estd com~
‘puesta de frita de vidrio, y febricada mediante el proce-

dimiénfo de superpdsieién de bépas ° léaminas que se descri-

_ be en el apartado V. Uha vez formada la galleta 11 con lae

laminas respectivas, se caldea en aire a 40090 durante una
hora, para eliminar el adhesivo. Ia galleta 11 incluye un
anillo metalizado 14 en torno & un entrante 12 de una cara
mayor o principal, una repisa 18 en el interior del entran-

te unas regiones metalizadao 20 y 26 en la superfieie supe-

'rior 19 de la repisa 18, ¥y unas mueseas metalizadas 15 y 87

: 20 y 26 forman unos medios de conexion electrzca a las mues-'

‘cas 87'y 15, respectivamente. Todes las dreas metalizadas

al descubierto se encuéntran recubiertas de soldadura blan-
' -14 -
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La resistencia comprende una barrita o varilla

| 91 de ﬁaterial aislante, tal como vidrio o ceramico o 8i~

nilar, que tiene sobre su euperficie un camino conductore.

El tamano ¥ forma de la varilla de resistencia 91 se eli—

_gen de modo que la varilla de resistencia asentard dentro

del entrante 12, descansando en la repisa 18. ILa superfi-
cie 93 de la varilla de resistencia 91 estd recubierta de

una aleacién conductiva o un metal como platino, paladio

o similer. El recubrimlento 93 puede ser de nichrome. En

el recubrimiento de nichrome 93 se practica un camino en
espiral 92 para ajustar la resistencia entre 1os extremos‘

94 y 95 de la résistencia 9l al.valor preciso deseado.s

~Los extremos 94 y 95 de la varilla de resistencia 91'estén1x

cubiertoa de eoldadura por cualquier procedimlento convenien

te. Ia galleta 11 se caldea sobre una placa caliente a una
.temperatura justemente suficiente para fundir el revesti-

: miento de soldadura blanda que hay en las regiones metalizap

2
das de lg misma, y la resistencia se coloca en el interior

del entrante 12 de modo que un extremo 94 revestido de sol-

'dadura, de la varilla de resistencia 91, descansa on la re~

gidn metalizada 26 de la repisa 18 mientras el otro extre-i

mo 95 revestido de soldadura, de la resiatencia, descansa :
en la regién'metalizada'zo gobre la rep;sa 18. Al_enfriar-"

| 8e, la‘iesistencia 91 queda unida por,amﬁos-extremoé_94 ¥y 95

a las régibnea mefalizadas'26 y 20 respecfivamente; Le uni-

dad es sellada o cerrada hernéticamente por medio de un dis-

co metdlico aplicado sohre el entrante al anillo metalizado
14, como se describe en loé aparfédbé iI y III anteriores.

¥V _~ Montura laminer. C -

La fabricacién de una galleta monolitica aislante

- 15 -
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por supérposicién laminar de‘uha pluralidad de pelicu~

las aislantes, conforme a la invencidn,se describird ac-

to seguido en relacidn con la fige. 7. Se prepara una fér—

mula de pelicule con las siguientes proporeciones en pesol
5 90'partes de alémina en polvo (malla 325)
:5%4 : o . 4 partes de arcilla de bola
| | 6 partes de talco (silicato de magneéia)
- 13 partes de adhesivo volétil al calor, tal co-

mo un copolimero de acetato-cloruro de vini—

10 lo como, por ejemplo, Vinylite VYNS, puesto
- " ‘en el mercado por la Unién Carbide and Car-
"bon Corp., Nueva York, U.S.4.
85 partes de disolvente tal como metiletil-cetbnz
2 paftes de plastificante pare el:adhesivo (por
15  1_ . ejemplo, Santicizer 160, puesfo'en él merca-
kdo por Monsanto Chemlcal 00, San Luis de Miw-
| ssouri, U.S. A.;) _ |
La mezcla es trasladada & un molino de bolas de tamaﬁo
hii . ; adeouado, ks molida hasta adqulrir un tamafio medio de par-
20  ticulas de aproximadamente 2 & 3 micras. Una carga de -
-0, 91 kg. en un molino de bolas de 25 kg. de capacidad ne-—
- ceaita aproximadamente de 8 a 12 horas de molturaoién.
'Termlnada la molturacién, la carga molida ge agueta con o
~ fueva adicién de metiletil-cetona hé;fé tenér'unaviacosi;
25 dad de aproximadamente 600 a 1000, medida en un viscosi-
' metro Brookfield RVF con un eje del mémero 3 girando a 20 '
SR . TeDells | L | '
o ' A.continuaci6h se obtiens una pluralided de pe-
1{culas depositandd uha‘cantidad del pfeparado‘de pelicu-~

30 la arriba indicado sobre una base limpia, lisa e imperw

: _ - ) S =16 -
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~meable, que puede ser de acero pulldo o de vidrio planoc.

El preparado de pelfcula puede.s%r deepositado por atomiza-
eibén por éstarcido o con espétula. En este egemplo, las
peliculas se aplican con esgatula mecédnica a un espesor

de alrededor de 0,025 mm, y se secan luego al aire. Fl

secado puede acelerarse mediante caldeo de la base y de

' flas pelicﬁlas e 1008C, durante unos'lo minutos. Después

10

15

30

del gecado, las peliculas asi preparadas, ‘que son de unos

5 cn, en cuadro, en. este e jemplo, resultan bastante flexi-
bles y se separan facilmente de la base. ’Este ejemplo se
describird en relacién con tres”peliculas'separadas, 111,
111“ y 111w, cdmO'lésjque indican en las figé.‘?a, Ty
7c, respectivamente. Ahora biekg'ae sobfentiende‘dué en la

practica puede prepararse de una vez un mayor numero de pe—

'1iculas, siendo tratadas la tercera parte de ellas como en

la fig. Ta, otra tercera parte como en la fig. To vy la ul—

timg tercera parte como en la fig. 70.

Sobre la superfid&e superior de la pellcula

©111° ge aplica por estarcido un preparado de metalizacién,
20

como se indica en la fig. 7a. El preparado de,met lizaclén -
compfendé'una mezcla de molibdeno y'maﬁganesoAfinamente di—
vididos (particulas de 1/2 a 3 micras de tamaﬁo), en dis-_.

persién en un vehiculo organico de secado lento, tal como

. etil—celu1osa o} nitrocelulosa o s1m11ar, disuelto en un di-

25

’

gsolvento. organico tal como acetato de butil—carbitol. Un

‘preparado adecuado consta de 63% en ‘peso de mollbdeno en -
,polvo 15% en peso de manganeso en.polvo, 20% en peso de vehi

“culo de secado lento (etil-celulosa disuelta en acetato de

butil-carbitol), y 2% en péao,de hidruro de titanio. ZEste

preparado de metalizacidn es'aplicado por estarcido sobre

17 - B .
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las éreas deseadas en la cara superior de la pelicula

. 111'. E1 disefio de‘metalizaci6n incluye cuatro anillos

14',taniendo cada uno de . ellos un diametro interior que,
después de la contracclon debida a la calcinacion seré

de 5,47 mm, y un diémetro exterior que después de la -

‘contraccién'debida a la calcinacidn serd de 6,65 mm. A
~.cada anillo metalizadd 141 se'fija un pequefio apéhdice

: metalizado m de aproximadamente 1, 27 mn en cuadro. Tamy
" bién se aplican por metalizacién una pluralidad de cru-~
“ces indicadoras 0 de referencia 7, v cuatro grupos adi-

cionales de cuatro marcas de referencia 72 en torno a ca~

da anilloa A continuacién, se separa. la pelicula flexible'
111 de la base que.la’ sostiene, ¥ 8e quitan unas partes
determinadas 23 de la pelicula por medio de un fiador -
do posicién de matriz y de una. herramienta de corte., las.
partes eliminadas 23 son unas~areas oiroulares, en e;hln-

terior de cada'anillb metalizédo’l4' que tienen.un dié-

‘metro (después de la contraacidn de fusidn) de alrededor

de 5 mms ‘

De ‘modo semeaante, se. deposita w diseﬁo de me- :
talizacién en la segunda pelicula 111v, Este disefio in-
cluye cuatro guegos 0 grupos de regiones metalizadas que
sirven de caminos conductores. Cada grupo consta de dos
caminos metallzados simétricos 20" y 26 como se indica
en la figura Tbe Tambien se netaliZa un &rupo de crﬁc§s
de referencia 71". A continuacién se separa lé_pelicula
flexible 111" de su base, y se quitan de la pelicula unes

partes 24 préfijadas; Tas partes 24 son unas éreas circu-

 lares de entre ceda grupo de caminos metalizados, las cua-

les tienen un didmetro (despuds de la contraccidn de fu-
sién) de aproximadamente 4,33 wm, |

-]_8.&;
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cera‘pelicula lll"’inéluyefcuatro,éréaé circulares_27,k
,Jﬁ‘ﬁ: - | cada una de Ias'cuéles tienéVaproiimadamenté.S mm, de did-
: - - " metro despuds de la contraccién de calcinacién:” A cada
5 féreé circular,27‘va fijado un apéndice metaliﬁado»77"'de
N |  alrededor de»1;27 mm éh.cuadrd;‘ Iambién sa‘aplicé.por E
‘ o ‘metéliZaeiéﬁ:un juégo dercfuces de referéncia 71 @; Cuan-
do le pelicﬁla 111"™ se vuelve del revés (de iéquierdaja
" derecha vista en la fig. Tc) de mddkaue 1as-éreas meta;
io lizadas 27 se encuentran en la parte inferior, ceda apén-
‘dice 77“'corresponde en tamefio, forma y pOSiClon, a los
‘gpéndices similares 77 de la- superflcie supsrior de la
pelfcula 111'. Ia.pelicula :t‘].ex:_tb;l.e‘11.'1‘."i es sepéréda dg
su base, pepo no seﬁie quita é esfa'pelioula porcién~alé;;'

. 15 guna. ‘ |
" _ “ ' Las tres peliculas se apilan entonces en coin-

.cidencia por medio de los tres juegos de nparcas de refe-

rencia iy, Ay 71m° Cadh juego consta de tres cruces
B } -"t_" de referencie météliéadaé. Como antes. se ha 1ndicado,1a
' :' 'pelicula lllm de la perte inferlor de la pila esta inver— v
- - 20 tida, ‘de modo que cada apendlce 77” se encuentre en la —
parte inferior de la pelicula lll“ y corresponde en posgi-
! - cién a un apéndice gimilar 77 de la superficie superior
; | | | de ia pelicqla 111'. Ia pila se cgfgierte en una unided
solideria compuesta mediente caldeo de la pila a presidn.
25 En este éjemplo, la pila es caldeade al aire a unos 1009
a 1202C durante 60 a 90 segundos, con una’presién aproxi- :
mada de 35 kg/em para formar una galleta compuesta.
A contlnuaclén, la pila unitaria de tres peli~

eculas se subdivide en euatro conauntos de tres eapas ca~

30 de uno, cortando de arriba a abajo. por la superficie supe-

- o ‘ ~ rior de la pila, que era antes la superfioie supefior de
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" .la pslfocula 111's Los cortes se hacen de manera que =
. las cuatro esouinas de los cuatro conjuntos resultantes

vienen indicadas por las marcas de referencia 72, que

son cuatro ‘erupos de cuatro cruces de- referencza netali-
zadas en la superf;ciexauperior de la pellcula lllf, vy
cada grupo_de cuatro marcas de.referencia_encierré un
anillo metalizado 14°. Duranté la misna opéraCién, 5@
practican tres muescas en cada borde de los cuatro COHP;

juntos de ensamble resultantes, de wodo que una de las .

fmuescas de cada congunto de ensamble pase a trdvés de

‘los apéndices 77 y 77"'de este conjunto de ensamble. Si-

multaneamente, en una esquina de cada conaunto de ensamble

e praotiog una muesca de referencia (indicada’ como 22 en

la fige 5; y 22', 22" y 22“feﬁ las Tigs. 2b a 2d). A con-

tinuacién, se metalizan ciertas muescas prefijadas‘en ca~
da conjunto-de ensamble, aplicando a las'muescas el'mismo
preparado de metalizacidn arribe descrito. Como se obser—
vara, cada uno de los cuatro conjuntos resultantes corres-
ponde entonces & un congdnto de engsamble de las 14minas -
1ty 11"‘yfli"'de las figs. 2b, 2c y 2d y de las figuras
3b, 3oy 348 o

Cuando el preparado de pelicula incluye una ce-
rémica sin cocer, conocida taubién como ceramlca cruda o
verde, la galleta compuesta ge cuece en ambiente reduc-

tor a una temperatura lo bastante alta pare vitrificar 1a

cerduica. Esta etapa no es necesaria cuando se utiliza

'en el preparado de pelicula un meterial tal como la frita

de vidrio. El preparado de pelicula incluye una cerdnica

. de alimina sin ‘cocers Por consiguiente, cada galleta com-

puesta se cuece por caldeo a 15508C en un gas de formaczon

en humedo (9 volumenos de nitrdgeno por 1 volumen de hi-

- 20 -
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drégeno), durante alrededor de una hora., Durante esta
etapé, el adhesivo se volatilizé y elinmina o separa de

la galleta, Con arreglo a la técnica hasta ahora cono-

-elda, las cerémicaavde aliming se vitrifican por caldeo

en aire, pero 1la galleta de alimina compuesta gse caldea . .

aqul en un ambiente reductor a fin de curar élﬂpreparado

de metalizacion y adherlrlo firmemente a la galleta, al

propio tlempo que se vitrifica la ceramlca cruda. La

. humedad proporciona medios oxidant&asuficientgs'para qﬁe—
mar y eliminar el adhesivoe. Durante esta:gtépa, las tres
.capaS‘se uhen por fﬁsién en una sola éstructura mbnoliti—

ca. Como se indica en la. figura 4, las gzonas interfacia— :

les entre las tres capaa o laminas de ceramica desapare~
cen durante esta etapa. En la fig. 5 86 representa una

vista en perspectiva‘de la galleta cerdmica monolitica.

resultante 11, despues de la coccidne

Como las partes metalizadae de la galleta mo=
nolitica 11 ési obtenide nQ son soldables, se ha visto
que es8 ventajoso niquelar electroliticamente lag partes

metalizadas de las galletae ya cocidas, 1nc1uidas las muea

- cas metalizadas, con una caps de nlquel de 0,005 mm de es-

pesor. A continuacién se aplica sobre el niquel electro-

‘ liticamente un recubrimiento de cobre de 0,005 mm de o8-

pesor. Ias»galletas monolitices asi revestidas se cal-
dean luego en hidrégeno a alrededor de 8502C durante unos
10 minutos para sinterizar o incrustar el revestimiento
eiectroﬁﬁico de niquel-cobre en las parteé netalizadas de
las galletassd A continuacién se sumergen las galletas en

aleacidén de soldadura fundida, que puedé cbnsistir, por

- ejemplo, eh soldadura de‘GO Sn-= 37 Pb = 3 Ag, de modo

- 2D =
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que ol anillo’14ip1as muescas/ls,;25‘y 28;y las regiones

.mefalizadas 20'7 26 que quedén"al,descubierfo en'lg repi-

sa 18 resultan revestidas de una;gruesa capa de soldédur
ra, como 88 iﬁdica en la fig. 1. A'continuacién 86 puede‘
mbﬁtar un elémento de circuito en la repisa, dentro del
entrante de'la.éalleta, como antes se ha/dicho, y'seliar o
éerrar herméticamente con una placa de clerre sobre el en-
trante qcmo.ae iniica en elgpartado I, . |

Esta sollcitud que correspohdé'a la presentada
en E;U A. el 10 de Noviembre de 1.960, bajo el nimerc -
68403, se acoge & los beneficios del Arte 51 del vigente
Estatuto sobre Propiedad Industrial.

-« NOTA-

Toe puntos de invencién propia ¥ nueva que se

presentan para. que sean obgeto de esta Patente de Inven—

: cién en Espafia por VEINTE afios son los siguientes:

18,~ Dispositivo de microelemento de cirouito que

comprende una galleta aiglante dotada de un entrante en une

'cara mayor o prineipal; una regién susceptible de sellado

o cierre hermético en dicha cara principal, en torno a di-
cho entrante; medios de montura en las paredes de dicho’—
éntrante;.un elemento de circuito montado condudtivamenté '
en dichos medios de montu?a, en el interior de dicho en-
trante} y unos medios de cierre sellados a dicha regién

susceptible de cierre hermético sobre dicha cara de la -

-~ 22 - S
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gallefa.

28,~ Dispositivo de mlcroelemento Qe circuito

conforme a la reivindlcaclon 1, en el cual dichos medios

’de montage consisten en una repisa o escalén.

, 32,- Dispositivo de microelemento de circuito
conforme a la rsivnuﬂpaclén 1 6 2, en el cual dicha re~
gién susceptible de cierre hermético comprende unas re-
glones metalizadas en dicha mayor o principal en torno
& dicho entrante y sobre la superficia superior de di-
chos medlos de montura.

48 = Dispositivo de microelemento de circuito '
conforme & cualquiera de las,reivindicaciones preceden-
tes, en el cual dicho elemen£0'dé circuito es un resona-
dor pilezoeléctrico. “ o o

59o~ ‘Dispositivo de microelemento de circuito

" conforme a cualquiera de las reivindicaciones la 3, enel
" cual dicho elemento de eireuito es un dispositivo ‘eristall

no semiconductor, 1

62,~ Dispositivo de microelemento de circuito
conforme a cualquiera de jas reivindicaciones 1 a 3, en

el cual dicho elemento de circuito es un‘cristél de cuére

| Z0, teniendo dicho cristal un 4rea metalizade en al me-

nos une parte de la superficile del mismo.

78, Digpositivo de microelemento de circuito

‘-%

conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en’

‘ elvcuél dicho elemento de'circuito,és‘ﬁna resistenciae

82 g D;epositivo de microelemento de girduifo

. conforme & cualqviera de las‘reivindicacioneé l1a3, en .

el cual dicha galleta se compone de un material ceramlcoa

99.- Dispositivo de microelemento de clrouito

-23- -
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conformeva Quélquiera de las reivindicaciones l,g 3, en
el cual dicha galleta se componé de un material de altimina.
: 102,- Dispositivo de ﬁicroelemeﬁfo de circuito
conforme a cﬁalqﬁiéra de las reivindicacionecs l'a 3, en
ol cual dicha galleta se compons de un material laminars
11.- Dispositivo de microelememto de circuito

conforme a cuslquiera de las reivindidaciones la3, en

- el cual dicha gelleta se compone de una frita de vidrio
* laminar: | “ | '
10

© 129, Dispositivo de microelemento de circuito

- conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el

cual‘dichos medios de cierre consisten en una placa meté-

lica herméticemente sellada con respecto & dicha regimn sug

'ceptible de cierre hermético en torno a dicho entrante, de

modo que dlcho elemento de circuito queda. encerrado en el

interior de dicho entrante, ¥y mediante lo cual dicha placa

metdlica y dicha region susceptible de cierre hermético en

la cara opuesta de dicha galleta estdn eléctricemente co=

139.- Diepositivo de microelemento de circuito
conforme & cualguiera de las reiv1ndlcaciones la 3, en. el;
‘cual dicha regién susceptible de cierre hermétlco g6 en-
cuentrg- también en la periferig de dicha galleta, ¥ en el
cual exiaten medios de conexién electrica entre dicha re-
gién susceptible de cierre hermetico, ‘en dicha superficie :,5
superior de dichos medibé de montufg y en al menos dicha
regién susceptibie de cierre hermétiéb én dicha periferia ’
de la galletao | |

149.- Dispositivo de microelemento de circuito

conforme a cualquiera de las reivindicaciones 4 a6, . en

-2 -
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el cual se disponen dos electrodos rectificadorés unidos

por fusién a superfioies opuestas del dispositivo crista

lino, ¥ en el cual se prevén medlos de conex16n eléctri-

" eca entre uno de dichos electrodos ¥y una aegunda parte -

10

15

20

ausceptible de clerre hermético en la periferia de dicha
galleta, y en el cual se prevén medios de conexién eléc—
trica entre el otro de dichos electrodos ¥ una tercera
poreidn auaceptible‘de clerre hermético,en,la periferia
de dicha galletas N ' - -

159°- Diapositivo de microelemento de circuito
conforme a las reivindicaciones 8 & 11, en el cual exis-
te una zona metalizada eléctficamente conductiva entre
dos lémines de galleta contiguas, formando dicha zona una .
conexidén eléctrica entre dicha region metalizada de la su-
perficie superior de dichos medios de monturs y al menoa
la primera de dichas regiones susceptible de cierfe her-
mético, de dicha periferia de la gelleta. - '

169.— "Diapositivo de mlcroelemento de circuito"

Tal v como se ha descrito en la Memoria que ante
cede, representado en loa dibujos gque se acompaﬁan, ¥y con
los fines que se han especificado. .

Esta Mbmoria consta de veinticinco hojas, es-

critas a maquina por una sola de sus caraso

adrid, 93 NOV. 1961
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